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 Уважаемые коллеги!
Институт физики Национальной академии наук Беларуси объявляют конкурс организаций-исполнителей научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ научно-технической программы Союзного государства «Разработка критических стандартных технологий проектирования и изготовления изделий наноструктурной микро- и оптоэлектроники, приборов и систем на их основе и оборудования для их производства и испытаний» («Луч»). Программа утверждена постановлением Совета Министров Союзного государства от 12.05.2016 г. № 16.
После конкурсного отбора организаций-исполнителей заявочные документы в соответствии постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.05.2015 г. № 431 направляются на государственную научно-техническую экспертизу.
Направления реализации программы

Перечень мероприятий и ожидаемых результатов Программы приведен 
в Приложении 1.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА И 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
Конкурсные документы оформляются в соответствии с формами, утвержденными приказом Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь от 25.05.2015 № 158 для государственных научно-технических программ, размещенными на сайте ГКНТ www.gknt.gov.by. При оформлении конкурсных документов необходимо выполнение ниже перечисленных требований.

Цены указываются в российских рублях.
В карте технического уровня обязательно указывать аналоги, в том числе зарубежные. 
Руководитель государственного заказчика программы – Заместитель Председателя Президиума НАН Беларуси Килин С.Я.
Руководитель головной организации-исполнителя программы, научный руководитель программы – Заместитель директора Института физики НАН Беларуси Плавский В.Ю.

Руководитель планово-экономического отдела государственного заказчика

программы – Начальник планово-финансового управления аппарата НАН Беларуси Н.И.Степанова.
Обязательные требования к исполнителям 
	Наличие у заявителя:

- необходимой технической базы;
- квалифицированных кадров, имеющих опыт работы в области технологий проектирования и изготовления изделий наноструктурной микро- и оптоэлектроники, приборов и систем на их основе и оборудования для их производства и испытаний;
 - наличие внебюджетных средств для выполнения мероприятия;
 - возможностей по выпуску и продаже продукции;


СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
Срок представления оформленных материалов (с подписями и печатями) в 3-х экземплярах и в электронном варианте (pdf-файл) – по 15.06.2016. Присланные в неустановленные сроки заявки не рассматриваются.
Предложения на конкурс на твердом носителе (в 3-х экземплярах) принимаются по адресу: 220072, г. Минск, пр. Независимости, 68, Институт физики НАН Беларуси и электронный вариант (pdf-файл) – по адресу: pramen@ifanbel.bas-net.by. КОНКУРСНЫЙ ОТБОР ПРЕДЛОЖЕНИЙ 17.06.2016 г. проводит Научно-технический совет по программе Союзного государства «Луч», утвержденный НАН Беларуси. 
Приложение 1
Программные мероприятия, по которым проводится конкурс исполнителей
Мероприятие 1. «Разработка стандартных технологий изготовления изделий наноструктурной СВЧ- и оптоэлектроники и исследования в области технологии изготовления мощных фотодиодов СВЧ-диапазона»
1.3. ОКР «Разработка стандартных технологий изготовления малошумящих и линейных усилителей, а также усилителей мощности для частотных диапазонов от 4 до 40 ГГц на основе наноструктурированных материалов А3В5».
Мероприятие 2 «Разработка комплексных методик проектирования технологий и создания унифицированных изделий наноструктурной электроники, приборов и систем на их основе»
2.2. НИР «Исследования по созданию изделий СВЧ- и оптоэлектроники, включая отношения в режиме «фаундри» и разработка методик проектирования технологий».
Мероприятие 3. «Разработка приборов и систем наноструктурированной СВЧ- и оптоэлектроники на основе стандартных технологий».
3.1. ОКР «Разработка параметрического ряда конструктивно и технологически подобных пьезоэлектрических приборов стабилизации и селекции частоты (фильтров и дуплексов) диапазона 6 - 12 ГГц на основе объемных акустических волн, распространяющихся в многослойных наноструктурированных комплексированных пьезоматериалах». 
3.3. ОКР «Разработка ряда конструктивно и технологически подобных малошумящих и линейных усилителей, а также усилителей мощности для частотных диапазонов от 4 до 40 ГГц». 
Мероприятие 5. «Разработка оборудования для внутритехнологического контроля и испытаний изделий наноструктурной СВЧ- и оптоэлектроники». 5.1. Разработка оборудования автоматического контроля внешнего вида кристаллов на пластине. В том числе: 5.1.1. ОКР «Разработка автомата контроля внешнего вида изделий наноструктурной электроники на пластинах».

5.1.2. ОКР «Разработка установки автоматического микроконтроля топологии кристаллов на пластине».

5.2. ОКР «Разработка автоматизированного испытательного оборудования для контроля постоянно токовых и СВЧ параметров изделий на пластинах в диапазоне температур от -65 °С до +150 °С».

	№
п/п
	Наименование
программных мероприятий
	Срок выполнения
	Объем финансирования

бюджет

внебюдж.

тыс. росс. руб.
	Ожидаемые результаты

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	1.3. ОКР «Разработка стандартных технологий изготовления малошумящих и линейных усилителей, а также усилителей мощности для частотных диапазонов от 4 до 40 ГГц на основе наноструктурированных материалов А3В5».

	2016- 2019 гг.
	148000
77000
	Комплекты технологической документации с литерой «О1». Стандартные технологии, включающие библиотеки стандартных активных и пассивных элементов, содержащие транзисторы для малошумящих и линейных усилителей, а также усилителей мощности с длиной затвора не более 0,2 мкм, катушек индуктивностей, конденсаторов, резисторов, микрополосковых линий передач, необходимых для изготовления малошумящих и линейных усилителей, а также усилителей мощности для частотных диапазонов от 18 до 40 ГГц.

	2
	2.2. НИР «Исследования по созданию изделий СВЧ- и оптоэлектроники, включая отношения в режиме «фаундри» и разработка методик проектирования технологий».

	2016- 2019 гг.
	17000
8000
	Комплексные методики создания изделий СВЧ- и оптоэлектроники, включая отношения в режиме «фаундри».

	3
	3.1. ОКР «Разработка параметрического ряда конструктивно и технологически подобных пьезоэлектрических приборов стабилизации и селекции частоты (фильтров и дуплексов) диапазона 6 - 12 ГГц на основе объемных акустических волн, распространяющихся в многослойных наноструктурированных комплексированных пьезоматериалах».

для высокоэффективной торцевой накачки твердотельных лазеров».
	2016- 2019 гг.
	12000
6000
	Комплекты конструкторской документации с литерой «О1». Опытные образцы:

- оптоэлектронный генератор СВЧ с уровнем фазового шума –130 дБн/Гц на частоте отстройки 10 кГц с селекцией частоты на основе пьезоэлектрических резонаторов.

	4
	3.3. ОКР «Разработка ряда конструктивно и технологически подобных малошумящих и линейных усилителей, а также усилителей мощности для частотных диапазонов от 4 до 40 ГГц».

	2016- 2019 гг.
	44000
22000
	Комплекты конструкторской документации «О1». 

Опытные образцы:

- конструктивно и технологически подобные субоктавные малошумящие усилители диапазонов 4-40 ГГц с коэффициентом шума до 3,0 дБ и коэффициентом передачи не менее 18 дБ;

- конструктивно и технологически подобные субоктавные линейные усилители диапазонов 4-40 ГГц с коэффициентом передачи не менее 16 дБ и выходной мощностью не менее 100 мВт;

- субоктавные усилители мощности диапазонов 18-40 ГГц с выходной мощностью 100 мВт- 2 Вт в зависимости от диапазона.

	5
	5.1.1. ОКР «Разработка автомата контроля внешнего вида изделий наноструктурной электроники на пластинах».


	2016- 2019 гг
	47000
24000
	Комплект конструкторско-технологической документации с литерой «О1» и опытный образец автомата контроля внешнего вида (в том числе автоматической идентификации дефектов) изделий наноструктурной электроники на пластинах диаметром от 50,8 мм до 150 мм с минимальным размером дефектов до 2 мкм.



	6
	5.1.2. ОКР «Разработка установки автоматического микроконтроля топологии кристаллов на пластине».


	2016- 2019 гг
	129000

66000
	Комплект конструкторско-технологической документации с литерой «О1» и опытный образец установки автоматического микроконтроля (в том числе автоматической идентификации дефектов) кристаллов на пластине.

Основные технические характеристики:

- минимальный размер обнаруживаемого дефекта на пластине, мкм – 0,25;

- диаметр обрабатываемых пластин – 50, 76, 100 и 150 мм.

	7
	5.2. ОКР «Разработка автоматизированного испытательного оборудования для контроля постоянно токовых и СВЧ параметров изделий на пластинах в диапазоне температур от -65 °С до +150 °С».
	2016- 2019 гг
	48000

25000
	Комплект конструкторской и технологической документации с литерой «О1» и опытные образцы: 

- зондового автомата для контроля постоянно токовых и СВЧ параметров изделий на пластинах диаметром от 50,8 до 150 мм в диапазоне температур от -65 °С до +150 °С;

- измерительного оборудования для контроля постоянно токовых и СВЧ параметров изделий наноструктурной электроники. 


